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e\’\ Piversi: Amplificateurs de puissance et convertisseurs DC/DC
a base GAN pour des applications hyperfréquences

Dans les systemes de télécommunication modernes et en particulier pour I'amplification de puissance RF, le
rendement est un élément clé. Il doit étre le plus élevé possible afin de réduire la consommation et ainsi
minimiser le co(t de fonctionnement, maximiser l'autonomie (dans le cas de systemes embarqués) et
améliorer la fiabilité du systeme.

Afin d'augmenter le rendement global d'un amplificateur de puissance, la technique de polarisation
dynamique, souvent basée sur l'association d'un amplificateur et d'un convertisseur DC/DC, est couramment
employée. Les transistors de type HEMT GaN délivrent des puissances importantes tout en ayant des
fréquences de fonctionnement élevées, de plus capacité a commuter rapidement et leurs faibles pertes
résistives leurs permettent d'excellents candidats a la fois pour les applications d'amplification de puissance
et de commutation a haute fréquence de découpage et haut rendement tels que les convertisseurs DC/DC
utilisés dans le cadre d'une polarisation dynamique.

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré aux propriétés des transistors a base de GaN et leurs intéréts
par rapport aux autres semi-conducteurs pour des applications d'amplification hyperfréquence et de
commutation. Leur caractérisation et modélisation sont également abordées dans I'optique de la conception
de circuits.

Le deuxiéme chapitre est consacré a la conception et a la caractérisation de convertisseurs DC/DC GaN a
haute vitesse de découpage pour des applications de polarisation dynamique d'amplificateurs de puissance.
Enfin le troisiéme chapitre aborde la conception d'amplificateurs de puissance GaN a haut rendement en
bande C pour des applications de télécommunication. L'association d'un convertisseur DC/DC développé au
chapitre Il et d'un amplificateur GaN en bande S dans le cadre de la polarisation dynamique sera également
présentée et ses effets sur I'amélioration du rendement étudiés.
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